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Programa da XIII Disciplina Intersemestral 

“Aspectos conceituais e experimentais de dispositivos semi-condutores: Simulação computacional, síntese e caracterização”
Local: Faculdade de Ciências – UNESP/Bauru
Período: 26 a 30 de janeiro de 2009
Ementa da Disciplina

Aspectos conceituais e experimentais de dispositivos semicondutores: Simulação Computacional, Síntese e Caracterização.

Carga horária teórica: 18h
Carga  horária de laboratório: 12h 
Créditos trabalho: 0
Carga horária total:  30h
Tipo: Intersemestral
Responsáveis: Prof. Dr. Aguinaldo Robinson de Souza (DQ/FC/UNESP)

                          Prof. Dr. Júlio Ricardo Sambrano  (DM/FC/UNESP)
                          Prof. Dr. José Humberto Dias da Silva (DF/FC/UNESP)
Objetivos: Apresentar aos estudantes as etapas envolvidas no desenvolvimento de dispositivos semicondutores desde a sua concepção inicial na busca de propriedades de interesse, passando pela modelagem computacional, a busca de rotas de deposição e finalmente a caracterização e análise das propriedades obtidas.

Programa:

Parte 1. Introdução á Química Quântica: 

1.1. Histórico,

1.2. A Equação de Onda,

1.3. Algumas Aplicações da Equação de Schrӧdinger,

1.4. Os Postulados da Mecânica Quântica,

1.5. Átomos,

1.6. Moléculas,

1.7. Sólidos – Propriedades Periódicas e estrutura de bandas de energia.
Parte 2. Simulação Computacional:


2.1. Métodos Clássicos: Dinâmica Molecular e Monte Carlo,


2.2. Métodos Quânticos: Semi Empírico e Ab Initio,


2.3. Métodos Periódicos,


2.4. O Programa CRYSTAL,


2.5. Elaboração de Modelos para o Estado Sólido,


2.6. Simulação Computacional do GaN,


2.7. Dopagem e Estrutura de Dispositivos Semicondutores.

Parte 3.Síntese de Filmes Finos Semicondutores

3.1. Processo de Deposição de Filmes em Vácuo,

3.2. Crescimento de Filmes: Adsorção, Quimissorção, Difusão em Superfícies e     Formação da Estrutura de Filmes,

3.3. Deposição a Plasma: Descargas Luminescentes e Sputtering,

3.4. Deposição de Multicamadas e Estrutura de Dispositivos Semicondutores (LEDs) de GaN,

3.5. Deposição de Filmes por Evaporação Térmica e Sputtering.

Parte 4. Caracterização de Filmes Finos e Dispositivos Semicondutores:



4.1. Caracterização Estrutural – Difração de Raios-X,



4.2. Caracterização Ótica – Interferometria Ótica e Absorção,

4.3. Atividades Práticas: Caracterização de Filmes Utilizando Difração de Raios-X e Espectrofotometria.
Aulas Práticas: 



1. Simulação Computacional,



 2. Síntese de Filmes Finos,



 3. Caracterização de Filmes Finos
Pré-requisito: Físico-Química II

Avaliação

Método: uma prova com o conteúdo da disciplina

Critério: nota superior a 5,0 (cinco)

Normas de Recuperação: Por se tratar de uma disciplina optativa não haverá recuperação.
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